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EE 530 Eletrônica Básica l 

Física dos Transistores de Efeito de 
Campo (FET) 

Prof. Pedro Xavier 

Resposta exercício-aula passada 
• Corrente de dreno 
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• Exemplo 6.6 - Razavi: Calcule ID e VD, se VG 
aumentar de 10 mV, qual o novo valor de VD? 

Prof. Pedro Xavier 

Resposta exercício-aula passada 

• Exemplo 6.6 - Razavi: Calcule ID e VD, se VG 
aumentar de 10 mV, qual o novo valor de VD? 

Prof. Pedro Xavier 

Resposta exercício-aula passada 
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Modulação do comprimento do canal 

• O aumento de VDS, causa um aumento do estrangulamento 
do canal, diminuindo seu comprimento efetivo (L). 

• ID aumenta com VDS 

Prof. Pedro Xavier 
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1 2 : coeficiente de modulação 
do comprimento do canal 

Modulação do comprimento do canal 

• Relação  - L 

– O efeito da modulação do comprimento do canal 
é menor, quanto maior o L.  

– 1/L 

Prof. Pedro Xavier 
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Prof. Pedro Xavier 

Modulação do comprimento do canal 

• Exercício: ID=1mA para VDS=.5V (=0,1 V-1). 
Calcule de quanto ID varia, se VDS for 
aumentado de 1V. Qual é a impedância de 
saída? 

Prof. Pedro Xavier 
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Prof. Pedro Xavier 

Transcondutância MOS (saturação) 

 

Prof. Pedro Xavier 
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Transcondutância MOS (saturação) 

Prof. Pedro Xavier 
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Transcondutância MOS (saturação) 
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Transcondutância MOS (saturação) 

• Resumo 
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Transcondutância MOS (saturação) 

• Ao dobrarmos a largura (W), colocando 2 FETs 
em paralelo, dobramos ID, portanto gm, 
também, dobra. 

Prof. Pedro Xavier 
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Efeito de Corpo 

Prof. Pedro Xavier 

 FSBFTHTH VVV  220 

Quando VS VB (tensão de corpo) , VTH é alterado. 

VTH0: Tensão limiar para VSB=0 
 e f: parâmetros dependentes da tecnologia 

Efeito de Corpo 

Prof. Pedro Xavier 

 FSBFTHTH VVV  220 

Determine ID. VS=0.5V; VG=VD=1.4V; µnCox=100µA/V2; W/L=50; 
VTH0=0.6V; =0.4; F=0.4; =0. 

VTH0: Tensão limiar para VSB=0 
 E f: parâmetros dependentes da tecnologia 
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Modelo de Grandes Sinais 

 

Prof. Pedro Xavier 

Saturação 

Triodo 
Triodo-Região linear 

Exemplo 

Prof. Pedro Xavier 
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Região de Saturação: 
VDS=VGS 

VDS>VGS-VTH 
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Modelo de Pequenos Sinais 
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Considerando a modulação 
do comprimento do canal 
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Transistor PMOS 
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Transistor PMOS - Equações 
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Obs: O modelo de pequenos sinais é o mesmo 
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Exemplo 6.15 - Razavi 

• Determine a região de operação de M1, de 
acordo com V1(VDD a 0V). 

 

Prof. Pedro Xavier 

Comparação PMOS - NMOS 

Prof. Pedro Xavier 
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CMOS (MOS COMPLEMENTAR) 

Prof. Pedro Xavier 

Comparação MOSFET - TBJ 

 

Prof. Pedro Xavier 
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Fontes de figuras da aula 

• Aula do prof. Fabiano Fruett 

 

• Fundamentos de Microeletrônica (Razavi) 

 

• Microeletrônica (Sedra) 

 

 

 
Prof. Pedro Xavier 
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Efeito da Velocidade de Saturação em 
Transistores com o Canal Curto 

Prof. Pedro Xavier 
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